2. tiha vaja iz VISOKOFREKVENCNE TEHNIKE - 10.11.2017

1. Mocnostni VF tranzistor ima skupno elektrodo na prirobnici za hladilno rebro. Q-
meter kaze, da vsaka od ostalih dveh elektrod tvori usmerniski spoj proti prirobnici,
med vrocCima elektrodama pa ne prevaja v nobeno smer. Tranzistor je:

(A) NPN skupna B (B) nezasciten LDMOS (C) mocnostni GaAsFET (D) NPN skupni E

2. visokofrekvencno stikalo izdelamo s PIN diodo. Katera od navedenih Tlastnosti je
NEPOMEMBNA pri izbiti najprimernejsega gradnika:

(A) Is v enacbi (B) kapacitivnost (O) cas rekombinacije (D) induktivnost
diode oziroma Uim zaporne plasti manjsSinskih t.r prikljuckov

3. Neznano dvovhodno vezje (Cetveropol) opisuje naslednja matrika S parametrov S$S.=0,
S12=0.5, S;1=0.5 in S;,=0. Neznano vezje najverjetneje opravlja naslednjo elektricno
nalogo:

(A) sTabilec 6dB (B) ojacevalnik 3dB (C©) brezizgubno sito (D) slabilec 3dB

4. MOS tetroda ima prikljucke: izvor s podlago S, prva vrata Gl, druga vrata G2 in
ponor D. Za stabilno delovanje visokofrekvencnega ojacCevalnika z MOS tetrodo ter LC
nihajnima krogoma na vhodu in izhodu je najpomembnejsi podatek delna kapacitivnost:

(A) Cos (B) Coaz (O GCoe (D) Ca

5. Iz matrike [S] racunamo Rollettov faktor stabilnosti ojacevalnika K. Zal ima
ojacevalnik drugacne koaksialne vticnice za z=50Q od normal za umerjanje vektorskega
analizatorja vezij. Ustrezni prehodi dodajo fazni zasuk brez izgub, kar daje:

(A) prevelik K (B) pravilen K (D) premajhen K (D) nesmiselno

6. Izhod ojacevalnika s parametri S;;=-0.20, S1,=0.03, S;3=10.0 in S,,=0.69 priklju¢imo na
breme R=100Q. KolikSno odbojnost rw=? tedaj izmerimo na vhodu ojacevalnika, ce pri
meritvi pazimo, da ojacevalnika ne prekrmilimo v nasicenje?

(A) -0.2 (B) -0.07 (o -0.1 (D) 0.13

7. Polprevodniski ojacevalnik ima Sumno temperaturo T=1345K in mocnostno ojacanje
G=25dB, vse merjeno v sistemu s karakteristicno impedanco z=50Q. Koliksno je Sumno
Stevilo ojacevalnika F=? [dB] pri nazivni sobni temperaturi To=290K? (ks=1.38¢10-231/K)
(A) 2.37dB (B) 4.32dB (c) 7.51dB (D) 26.9dB

8. LDMOS tranzistor uporabimo v mocnostnem ojacevalniku v razredu A. Ojacevalnik
krmilimo s sinusnim_signalom uw(t)=Uesin(wt). Poleg osnovne frekvence w je na izhodu
najmocnejsa spektralna ¢rta naslednje frekvence:

(A) 4w (B) 3w (O 2w (D) 1.5w

9. Vveliko usmerjeno anteno zasukamo v Sonce, da njena Sumna temperatura naraste na
TA»=20000K. KolikSna Sumna moC Py=7 je na razpolago na antenskem prikljucku, ce znasSa
pasovna Sirina antene B=10MHz? (kg=1.38¢10-33/K)

(A) -115.5dBm (B) -105.6dBm (C) -85.6dBm (D) -75.6dBm
10. Rezultat meritve Sumne temperature merjenca opleta za AT=+30K okoli osrednje
vrednosti T=~400K zaradi nakljucne narave merjenih signalov. Koliko meritev N=? moramo
povpreciti, da se opletanje rezultata skrcéi na AT'=x1K?

(A) 6 (B) 180 (o 30 (D) 900

11. Merilni Sumni izvor vsebuje plazovnho diodo s Sumno temperaturo Tp=2.9¢10°K, ki
krmiTi uporovni slabilec a=20dB. KolikSen ENR=? dobimo na izhodu slabilca? (T,=290K,
ke=1.38¢10233/K)

(A) 5dB (B) 10dB (C) 15dB (D) 20dB

12. satelitska sprejemna postaja ima anteno z dobitkom G=33dBi in Sumno temperaturo
antene T,=50K. KolikSna sme biti Sumna temperatura sprejemnika Ts=?, da sprejemna
postaja doseze razmerje G/T=10dB/K (T¢=290K)

(A) 25K (B) 50K (C) 100K (D) 150K

Priimek in ime: Elektronski naslov:



